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１．概要（Summary） 

Au / SiO2 / Au薄膜サンドッチ構造の導電体の作製に

おいて、大面積化を実現する際の SiO2 膜の絶縁不良の

問題に取り組んだ。本報では、薄膜のパターンを形成す

るためにステンレス板金のメタルマスクを用い、真空蒸着

装置で積層した薄膜について評価した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  電子ビーム真空蒸着装置 

【実験方法】 

シリコンウェハー上に Au/SiO2 /Auを蒸着レート 

0.1 nm/sで成膜した後、絶縁抵抗値を計測した。 

サンプルの構造を Fig. 1に示す。 

     

Fig. 1 Sample structure. 

作製した試料の膜厚は以下の 5通りである。 

   

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

計測した電気抵抗率を Table. 1に示す。 

Table 1. Measurement result of electrical resistivity 

of SiO2 films. 

       

  SiO2膜が均一な連続膜であれば、加えた電圧に応じて

漏洩する電流は、Fowler-Nordheim の式に従うトンネル

電流が支配的であり、目標の電圧・面積(1 V・150 mm2)

程度ならば10 nmの膜厚でも十分な絶縁が保たれるはず

であるが、いずれの試料においても絶縁が確保できてい

ない。参考事例として面積 100 mm2膜厚 10 nmの SiO2

膜で 10 ％の不良率になるとの報告がある[1]。 

考えられる原因は、異物混入による膜不良の発生と思

われる。たとえば 

(1) Si ウェハ表面のパーティクルの付着(工場出荷時) 

(2) 試料容器の帯電によるパーティクルの付着 

(3) 成膜装置内に浮遊するパーティクルの付着 

などが考えられる。今後の課題は、これらの原因を特定し、

対策することであり、 

(1) 成膜直前に Si ウェハをクリーニング 

(2) 試料容器の除電処理 

(3) 成膜治具の構造の見直し 

を行い、再評価を行いたい。 
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